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(57)摘要

本发明提出一种静电转移头及其制作方法，

属于Micro LED巨量转移的技术领域，包括基板、

图案化的第一金属层和介电层，所述基板包括凹

部和凸部，所述介电层包括与所述凹部对应的第

一凹洞，所述第一金属层嵌入在基板中。本发明

通过在基板或平坦层中嵌入金属，解决现有转移

头出现的边缘凸起、匀胶均一性较差、边缘漏电

导致吸力不足和工艺良率低的困扰，使巨量转移

更好的完成的同时可以转移不同微元件且不受

阻碍。
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1.一种静电转移头，包括基板、图案化的第一金属层和介电层，所述介电层为至少一层

结构，所述基板包括交替设置的多个凹部和多个凸部，所述介电层包括与所述凹部对应的

第一凹洞，其特征在于，所述基板的凸部上设置有凹槽，所述第一金属层嵌入在凹槽内。

2.一种静电转移头，包括基板、图案化的第一金属层和介电层，所述介电层为至少一层

结构，所述基板包括交替设置的多个凹部和多个凸部，所述介电层包括与所述凹部对应的

第一凹洞，其特征在于，所述静电转移头还包括位于基板和介电层之间的平坦层，所述平坦

层包括与所述凹部对应的第二凹洞以及位于相邻两个第二凹洞之间的凹槽，所述第一金属

层嵌入在平坦层的凹槽内。

3.根据权利要求1或2所述的静电转移头，其特征在于，所述介电层包括第一介电层和

第二介电层，所述第一介电层位于第二介电层上，所述第二介电层覆盖所述第一金属层，所

述第一介电层和第二介电层均包括与所述凹部相对应的第一凹洞。

4.一种如权利要求1所述的静电转移头的制作方法，其特征在于，所述制作方法包括以

下步骤：

S1、所述基板上形成阵列排布的凹槽；

S2、所述基板上形成第一金属层，所述第一金属层嵌入所述凹槽中；

S3、所述基板上依次形成介电层和图案化的第二金属层，并形成位于所述介电层上的

第一凹洞和位于基板上的凹部；

S4、移除所述第二金属层，形成静电转移头。

5.根据权利要求4所述的制作方法，其特征在于，所述步骤S1进一步包括以下步骤：

S11、所述基板上形成图案化的光阻层；

S12、通过所述光阻层，刻蚀所述基板，在所述基板上形成阵列排布的凹槽。

6.根据权利要求5所述的制作方法，其特征在于，所述步骤S2进一步包括以下步骤：

S21、所述光阻层上覆盖一层金属层，所述金属层包括第一金属层和断裂金属层，所述

第一金属层形成在所述凹槽中，且所述第一金属层的上表面与基板的上表面齐平，所述断

裂金属层位于所述光阻层上，所述第一金属层与断裂金属层互不连接；

S22、移除所述光阻层以及位于所述光阻层上的断裂金属层。

7.根据权利要求6所述的制作方法，其特征在于，所述步骤S3进一步包括以下步骤：

S31、所述基板上形成介电层；

S32、所述介电层上形成图案化的第二金属层；

S33、所述第二金属层作为金属刻蚀阻挡层刻蚀所述介电层和基板，形成位于所述介电

层上的第一凹洞和位于所述基板上的凹部。

8.一种如权利要求2所述的静电转移头的制作方法，其特征在于，所述制作方法包括以

下步骤：

S10、所述基板上形成具有阵列排布的凹槽的平坦层；

S20、所述平坦层上形成第一金属层，所述第一金属层嵌入所述凹槽中；

S30、所述平坦层上依次形成介电层和图案化的第二金属层，并形成位于所述介电层上

的第一凹洞、位于所述平坦层上的第二凹洞和位于所述基板上的凹部；

S40、移除所述第二金属层，形成静电转移头。

9.根据权利要求8所述的制作方法，其特征在于，所述步骤S10进一步包括以下步骤：
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S110、所述基板上形成一层平坦层，在所述平坦层上形成图案化的光阻层；

S120、通过所述光阻层，刻蚀所述平坦层，在所述平坦层上形成阵列排布的凹槽。

10.根据权利要求4或8所述的制作方法，其特征在于，所述介电层为多层结构，所述介

电层的最外层材料具有高介电常数。
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一种静电转移头及其制作方法

技术领域

[0001]   本发明属于Micro  LED巨量转移的技术领域，具体涉及一种静电转移头及其制作

方法。

背景技术

[0002] Micro  LED  Display具有高效率、高亮度、高可靠度、节能、体积小、厚度小等优势，

是新一代显示技术。在Micro  LED制程中，需要将外延片经过一系列工艺制作成一颗一颗的

LED，然后将其转移到TFT背板上。因为LED的尺寸特别小，形成Micro  LED  Display所需要转

移到TFT背板上的LED数量特别庞大，这种将数量特别多的微型元件从一个基板上转移到另

一个基板上的技术称之为巨量转移。

[0003] 巨量转移是目前Micro  LED生产的主要瓶颈。如何解决这一技术难题，成为Micro 

LED成本降低和量产的关键性一环，同时也困扰着积极布局Micro  LED的行业巨头们。其中

一种解决巨量转移的方法是利用以静电力为原理的静电转移头将LED批量的转移到背板

上，完成巨量转移。

[0004] 目前主流的巨量转移技术是通过制作转移头，起到一个过渡的作用；具体操作为

先从暂态基板上拾取微元件，再将微元件转移到目的基板上。其中，以静电力为原理的静电

转移头的基础结构为金属图案和介电层。

[0005] 然而，现有静电转移头存在以下制约条件：

（1）转移头边缘凸起。在常规静电转移头结构旋涂完光阻后，会出现转移头边缘凸起现

象，这样会使转移头接触LED时接触不良，空隙增大，导致吸力不足，无法将LED吸起。

[0006] （2）转移头边缘漏电。在形成金属图案，旋涂介电层光阻后，有金属的地方和没金

属的地方的交界处会有漏电现象，导致吸力不足，无法将LED吸起。

[0007] （3）旋涂介电层光阻均一性较差。由于转移头图案比较密集且较小，旋涂在其上方

的光阻的均一性不好，导致吸力不均匀和与LED接触不良的问题。

[0008] （4）工艺要求较大，良率低。在制作静电转移头时，有一些关键尺寸要求较高，尺寸

也比较小，利用目前工艺制造的产品良品率低。

发明内容

[0009] 本发明为了解决现有转移头出现的边缘凸起、匀胶均一性较差、边缘漏电导致吸

力不足和工艺良率低的困扰，提供的技术方案如下：

一种静电转移头，包括基板、图案化的第一金属层和介电层，所述介电层为至少一层结

构，所述基板包括交替设置的多个凹部和多个凸部，所述介电层包括与所述凹部对应的第

一凹洞，所述基板的凸部上设置有凹槽，所述第一金属层嵌入在凹槽内。

[0010] 一种静电转移头，包括基板、图案化的第一金属层和介电层，所述介电层为至少一

层结构，所述基板包括交替设置的多个凹部和多个凸部，所述介电层包括与所述凹部对应

的第一凹洞，所述静电转移头还包括位于基板和介电层之间的平坦层，所述平坦层包括与
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所述凹部对应的第二凹洞以及位于相邻两个第二凹洞之间的凹槽，所述第一金属层嵌入在

平坦层的凹槽内。

[0011] 优选地，所述介电层包括第一介电层和第二介电层，所述第一介电层位于第二介

电层上，所述第二介电层覆盖所述第一金属层，所述第一介电层和第二介电层均包括与所

述凹部相对应的第一凹洞。

[0012] 一种静电转移头的制作方法， 所述制作方法包括以下步骤：

S1、所述基板上形成阵列排布的凹槽；

S2、所述基板上形成第一金属层，所述第一金属层嵌入所述凹槽中；

S3、所述基板上依次形成介电层和图案化的第二金属层，并形成位于所述介电层上的

第一凹洞和位于基板上的凹部；

S4、移除所述第二金属层，形成静电转移头。

[0013] 优选地，所述步骤S1进一步包括以下步骤：

S11、所述基板上形成图案化的光阻层；

S12、通过所述光阻层，刻蚀所述基板，在所述基板上形成阵列排布的凹槽。

[0014] 优选地，所述步骤S2进一步包括以下步骤：

S21、所述光阻层上覆盖一层金属层，所述金属层包括第一金属层和断裂金属层，所述

第一金属层形成在所述凹槽中，且所述第一金属层的上表面与基板的上表面齐平，所述断

裂金属层位于所述第一光阻层上，所述第一金属层与断裂金属层互不连接；

S22、移除所述光阻层以及位于所述光阻层上的断裂金属层。

[0015] 优选地，所述步骤S3进一步包括以下步骤：

S31、所述基板上形成介电层；

S32、所述介电层上形成图案化的第二金属层；

S33、所述第二金属层作为金属刻蚀阻挡层刻蚀所述介电层和基板，形成位于所述介电

层上的第一凹洞和位于所述基板上的凹部。

[0016] 一种静电转移头的所述的制作方法，所述制作方法包括以下步骤：

S10、所述基板上形成具有阵列排布的凹槽的平坦层；

S20、所述平坦层上形成第一金属层，所述第一金属层嵌入所述凹槽中；

S30、所述平坦层上依次形成介电层和图案化的第二金属层，并形成位于所述介电层上

的第一凹洞、位于所述平坦层上的第二凹洞和位于所述基板上的凹部；

S40、移除所述第二金属层，形成静电转移头。

[0017] 优选地，所述步骤S10进一步包括以下步骤：

S110、所述基板上形成一层平坦层，在所述平坦层上形成图案化的光阻层；

S120、通过所述光阻层，刻蚀所述平坦层，在所述平坦层上形成阵列排布的凹槽。

[0018] 优选地，所述介电层为多层结构，所述介电层的最外层材料具有高介电常数。本发

明的静电转移头及其制作方法，解决现有转移头出现的边缘凸起、匀胶均一性较差、边缘漏

电导致吸力不足和工艺良率低的困扰，使巨量转移更好的完成的同时可以转移不同微元件

不受阻碍。
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附图说明

[0019] 下面将以明确易懂的方式，结合附图说明优选实施方式，对本发明予以进一步说

明。

[0020] 图1-图8所示为本发明实施例一静电转移头的制作流程图；

图9-图17所示为本发明实施例二静电转移头的制作流程图。

具体实施方式

[0021] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对照附图说明

本发明的具体实施方式。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于

本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他

的附图，并获得其他的实施方式。

[0022] 为使图面简洁，各图中只示意性地表示出了与本发明相关的部分，它们并不代表

其作为产品的实际结构。另外，以使图面简洁便于理解，在有些图中具有相同结构或功能的

部件，仅示意性地绘示了其中的一个，或仅标出了其中的一个。在本文中，“一个”不仅表示

“仅此一个”，也可以表示“多于一个”的情形。

[0023] 下面以具体实施例详细介绍本发明的技术方案。

[0024] 实施例一

如图8所示，本发明实施例一提供一种静电转移头，包括基板1、位于基板1上的图案化

的第一金属层21以及位于第一金属层21上的介电层3。其中基板1具有交替设置的多个凹部

11和多个凸部12，介电层3包括与凹部11对应的第一凹洞33，第一金属层21嵌入在基板1的

凸部12内，第一金属层21的上表面与基板1的上表面齐平。

[0025] 进一步地，介电层3可以是一层或多层结构，优选地，介电层3是两层结构，介电层3

包括第一介电层31和第二介电层32，第一介电层31位于第二介电层32上，第二介电层32覆

盖第一金属层21与基板1的表面，第一介电层31和第二介电层32均包括与凹部11相对应的

第一凹洞33。其中，第一介电层31作为介电层3的最外层，第一介电层31的介电常数高于第

二介电层32的介电常数。

[0026] 具体地，本发明实施例一静电转移头的制作方法，如图1至图8所示。

[0027] 该制作方法至少包括以下步骤：

S1、如图1和图2所示，在基板1上形成阵列排布的凹槽13。

[0028] S2、如图3和图4所示，在基板1上形成第一金属层21，第一金属层21嵌入基板1的凹

槽13中。

[0029] S3、如图5至图7所示，在基板1上依次形成介电层3和图案化的第二金属层4，并且

在介电层3上形成第一凹洞33，在基板1上形成交替设置的多个凹部11和多个凸部12，其中，

第一凹洞33和凹部11对应形成。

[0030] S4、如图8所示，移除第二金属层4，形成实施例一的静电转移头。

[0031] 具体地，步骤S1进一步包括以下步骤：

S11、如图1所示，提供一基板1，基板1优选为玻璃基板，经过清洗后在基板1上经过涂

胶、曝光、显影形成图案化的第一光阻层5。
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图 1
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图 3

图 4
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图 9
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图 13

图 14

图 15

图 16
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图 17
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摘要(译)

本发明提出一种静电转移头及其制作方法，属于Micro LED巨量转移的技
术领域，包括基板、图案化的第一金属层和介电层，所述基板包括凹部
和凸部，所述介电层包括与所述凹部对应的第一凹洞，所述第一金属层
嵌入在基板中。本发明通过在基板或平坦层中嵌入金属，解决现有转移
头出现的边缘凸起、匀胶均一性较差、边缘漏电导致吸力不足和工艺良
率低的困扰，使巨量转移更好的完成的同时可以转移不同微元件且不受
阻碍。
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